IGBT
IGBT este é o acrónimo para Isolated – Gate Bipolar Transístor.
É um semicondutor que é metade Fet e metade bipolar. Os IGBTs reúnem as vantagens dos dois componentes e por isso, podem ser usados no controlo de dispositivos de potência, sendo principalmente encontrados em aplicações industriais.
Aspecto exterior
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O aspecto exterior é o mesmo de qualquer transístor de potência comum (Bipolar ou Power MOS-FET) de forma que para sabermos se é um IGBT teremos de nos basear no seu código alfanumérico.
Símbolo
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Constituição
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A corrente principal passa entre o Colector (C) e o Emissor (E) como num transístor bipolar, mas essa corrente é controlada por uma tensão aplicada na Gate, como num Fet.
Os IGBT são sempre montados em dissipadores de calor.
Utilização
Os IGBTs encontram-se principalmente em máquinas industriais, inversores de potência e noutros dispositivos de comutação de alta potência sempre que seja necessário o controlo de altas correntes a partir de tensões.
Características técnicas
· Tensão máxima entre colector e emissor (VCEmáx): é a tensão máxima que pode ser aplicada ao componente.
· Corrente máxima de colector (ICmáx): é a corrente máxima que o componente pode conduzir quando ligado.
· Potência de dissipação (Pd): é a máxima quantidade de energia que pode ser convertida em calor (em Watt)
Teste com um multímetro
A resistência medida entre a Gate e os outros terminais deve ser muito alta, assim como a resistência entre o Colector e o Emissor.
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